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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg krze-
mowe, epitaksjalno-planarne tranzystory maltej mocy,
matej czestotliwosci, typu BC 313 1 BC 313A w obudo-
wie metalowej do zastosowan powszechnego uzytku
oraz w urzadzeniach, w ktérych wymaga si¢ zastosowa-
nia elementéw o wysokiej i bardzo wysokiej jakoSck
zgodnie z okresleniami wg PN-78/T-01515. Tranzystory
przeznaczone sg do pracy w ukiadach przelaczajacych
sredniej mocy, $redniej szybkosci i wzmacniaczach ma-
tej czgstotliwoéci odchylania poziomego OTV, w stop-
niach wyjsciowych wzmacniaczy mocy do 3 W. oraz
w stopniach sterujgcych wzmacniaczy Hi-Fi. Tranzysto-
ry BC 313 i BC 313A sg komplementarne do tranzysto-
row BC 211 1 BC 211A.

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla tran-

zystorOw o:

— standardowej jakosci (poziom jakosci I} —
40/125/04,

- wysokiej jakosci (poziom jakoSci III) — 40/125/
21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci IV) —
40/125/56.

2. Przyklad oznaczenia tranzystorow
a) o standardowej jakoSci:
TRANZYSTOR BC 313 BN-80/3375-30.04 40/125/04
b) o wysokiej jakoSci:
TRANZYSTOR BC 313/3 BN-80/3375-30.04 40/125/21
c¢) o bardzo wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BC 313/4 BN-80/3375-30.04 40/125/56
3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé¢ nazwe
producenta oraz eznaczenie typu (podtypu). Ponadto
tranzystory wysokiej jakosci powinny byé znakowane
cyfrag 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jakosci cyfra 4
umieszczong po oznaczeniu typu.
4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku 1 tabl. 1.
Elementy obudowy wg PN-72/T-01503:

ark. 53 — obudowa C4,
ark. 23 — podstawa B4C.
Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta —

CE 23.
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Kolektor (C) tranzystora jest polaczony elektrycznie
z- obudowg. |

Tablica 1
Symbol Wymiary, mm Kat )
wymiaru v — = i
4 6.1 — 66 -
7 -~ 5,08') — —
- — . 0,53 —
@ D 8,64 .l 9.39 —
a4 ek — 8.50 _
l : ikt il 203 ags
E Ll 0.79') 0.86 _
- 0.4 - 1,14 _
: _ i 15,2 =
- — — = as')
B - — - 901)
') Wymiar teoretyczny.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotow i Materiatow Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 28 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1981 r. {Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113)
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S. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-30.00 p. 5.1. |

6. Wymagania szczegétowe do badan grupy A, B, C
iD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow:
D, D, A, I wg rysunku 1 tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametrow elektrycznych wg tabl. 2,

c) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorz¢d-
nych parametréw elektrycznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie paramet-
row elektrycznych w t,m = 125°C (poziom III i 1V)
wg tabl. 4,

e) badania podgrupy Bl i Cl — sprawdzenie wy-
trzymato$ci mechanicznej wyprowadzen: préba Ub, me-
toeda 2, 2,5 N, 3 cykle, préba Ua;, 5 N; sprawdzenie
szczelno$ci: préba Qk, poziom nieszczelno$ei 1,33-107°
Pa-dm?/s,

f) badania podgrupy B3 i C9 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na spadki swobodne: potozenie tranzystora
w czasie spadania — wyprowadzeniami do gory,

g) badania podgrupy B4 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na udary wielokrotne: mocowania za obudowg,

h) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie od-
pornosci na narazenia elektryczne: uktad OB wg
PN-78/T-01515 tabl. 7, taws = 25°C, Ig = 30 mA,

~Ucg = 27 V dla BC 313 oraz -1z = 20 mA, -Ucg =
= 40 V dla BC 313A,

i) badania podgrupy C2 — sprawdzenie paramet-
row elektrycznych wg tabl. 3,

j) badania podgrupy C3 — sprawdzenie masy wyro-
bu: 1,1 g, “

k) badanma podgrupy C4 — sprawdzenie wytrzyma-
loSci na przyspieszenie state: kierunek probierczy —
obydwa kierunki wzdtuz osi wyprowadzen, mocowanie
za obudowg; sprawdzenie wytrzymatosci na udary wie-
lokrotne: mocowanie za obudowg; sprawdzenie wytrzy-
matosci na wibracje o stalej czgstotliwosci: mocowanie
za obudoweg,

1) badania podgrupy Cl10 — sprawdzenie wymiaréw
wg rysunku 1 tabl. 1,

m) badania podgrupy D1 (poziom IIl i IV) — spraw-
dzenie odpornosci na niskie ciSnienie atmosferyczne:
temperatura narazania 25°C,

n) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na plesn: po badaniu brak porostu plesni,

0) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
losci na mgl¢ solna: polozenie tranzystora dowolne,

p) parametry elektryczne sprawdzane w czasie 1 po
badaniach grupy B, C 1 D wg tabl. 5.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-30.00.

Tablica 2. Parametry elektryczne Sprawdzélne w badaniu podgrupy A2 (poziom I, II, III i IV)

- 2 Wartosci graniczne
o — Mectoda pomiaru
Lp. fitero el wg Warunki pomiaru Jednostka BC 313 BC 313A
il PN-74/T-01504 : : ‘
min max min max
l 2 3 4 5 6 7 8 9
~lck ark. - =40 V
1 lews ark. 09 RU(£= . 0 2 100 - s
BE sk
-Uecg = 60 V
Bog sz B - e - 100
2 —.U(BR) CRO ark. 04 —1(‘ i 100 IJA Y 60 _ 80 _
I =90
ad e ML o - =
3 U(BR} CED ) dl‘k. 07 IC _ 30 rnA V 40 " 6() il
Ir =0
4 ~Usry EBO ark. 04 ~Ie i 100 pA Vv 5 _ 5 _
le=0
5 hae 3) “ark. 01 -Ic = 150 mA 40 250 40 250
R A Y kl. 6 _ 40 100 40 100
ki. 10 60 160 60 160
kl. 16 100 250 100 250
6 hzus'(n ) ark. 01 ~Ic = 150 mA . 0.8 1.25 0.8 1.25
haixi2) ~Ucg= 2 V¥
1} Pomiar impulsowy : 1, =< 300 ups: § < 2%.
2) Selekcja na klasy wzmocnienia (6, 10, 16) oraz dobieranie w pary tylko na Zyczenie odbiorcy.
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- Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I, II, III i IV) .
()zlnaczcnie Metdda pomiaru Wartos$ci graniczne
[Lp. Dbaiasi: DRt wg \ Warunki pomiaru Jednostka BC 313 BC 313A
ORE P PN-74/T-01504 . :
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| hue V) ark. 08 -Ic = 500 mA
i Ueg =2V — 30 — 30 —
2 ~Uck sa ') ark. 06 -Ie=1A
._ Is ™= B1 A X = 1,0 - 10
3 | fr ark. 24 -Ic = 50 mA
"‘UCE =10V MH:z 50 —— 50 —
f = 50 MHz
4 Cecso ark. 22 “Uceg= 10 V
Ir=0 pF o 30 — 30
f =1 MHz |

') Pomiar impulsowy: 7,

< 300 ps; 6 < 2%.

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom IIl i IV)

w i i %*
Oznaczenie | Metoda pomiaru ' i e ®
JLp. literowe wg Warunki pomiaru Jednostka BC 313 BC 313A
parametru PN-74/T-01504 ' . .
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 , 8 9
1 —Icgs' ark. 09 “Uece = 40 V ‘
Rpe = 0 — 20 — . -—
tamp = 125°C nik e
—U('E =60V
Rege = 0 — — — 20
toin = 125°C
-
. Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grup}-r B, C i D (poziom I, II, III, IV)
- , w r . . e
Oznaczenie Metoda pomiaru e dhaad il
. literowe wg omi:ru Podgrupa badan Jednostka BC 313 BC 313A
parametru PN-74/T-01504 P . .
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
~Icks ‘ark. 09 ~Ucg = 40 V Bl, B3, B4, BS, CI, _ 100 . N
" Rgr =0 C2, C4, C5, C7, 9, '
1
-Uce= 60 V i )
Rie = 0 — — — 100
BE nA
—UCE =40 V Bﬁ, C6, C8
R = 0 500
~Uecr = 60 V
Roe = 0 - _ 500
- = 1
, gcr: N 30 \ 29 . - _ _
BE nA
-Uce = 60 V
Ree =0 ° —_ — 20
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cd. tabl. §
Oumcsenic Metods Dotiar Warunki »~  WartoSci graniczne
iterowe: parameti | wg pomiary Podgrupa _badaﬂ Jednostka BC 313 BC 313A
L i min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
hoe ark. 01 “Ic= 15 mA | BI, B3, B4, BS, CI, 0 | 20 | 40 | 250 |
'SC; e g‘; (f;‘ L2 L5 15, 40 | 100 40 100
i kl. 10 60 ' 160 60 160
kl. 16 100 250 100 250
s .| B6, C6. C8 30 300 30 300
| kl. 6 - 30 130 30 130
kl. 10 ' 50 200 50 200
kl. 16 80 300 80 300
C2 9 20 - 20 —
kl. 6 20 po— 20 —
kl. 10 30 — 30 —
kL. 16] 50 - 50 —
1) W czasie badania. ‘ 3
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujagca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Polprzewodnikow.
2. Normy zwiazane .
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Proby $rodowiskowe
PN-72/T-01503.23 Elementy potprzewodnikowe. Zarys i wymiary.
Podstawa B4 ‘ ‘
PN-72/T-01503.53 Elementy potprzewodnikowe. Zarys i wymiary,
Obudowa C4 i .

PN-74/T-01504.01 Tranzystory. Pomiar h.g i napigcia Uge

PN-74/T-01504.04 Tranzystory. Pomiar napie¢ przebicia Usrcso
i Usr) 580 ‘

PN-74/T-01504.06 Tranzystory. Pomiai napig¢ nasycenia Ucr su
1 Use sa metoda impulsowg

PN-74/T-01504.07 Tranzystory. Pomiar napi¢¢ przebicia Usgy cro,
Usry csr, Uisry ces, Uisr) cex metodg impulsowg

PN-75/T-01504.09 Tranzystory. Pomiar pradéw resztkowych [lcgr,
 Ices, Icev i pradu zerowego Icro
PN-74/T-01504.22 Tranzystory. Pomiar pojemnos$ci Ccso i Ceso
PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modutu | k2. | w zakresie
w.cz. i czestotliwosci fr
PN-78/T-01515. Elementy polprzewodnikowe. Ogdélne wymagania
i badania
Bﬁ-80/3375-30.00 Elementy potprzewodnikowe. Tranzystory matlej
mocy, malej czgstotliwoéci. Wymagania i badania
3. Normy zagraniczne
RWPG CT C3B 511-77 Tpanzucropsl Tunos BC 313 u BC 313A —
norma zgodna.
4. Symbole KFM — tranzystorow:
BC 313 — 1156221401005,
BC 313A — 1156221401046.

-

PN-74/T-01504.08 Tranzystory. Pomiar h:ix metodag impulsowa 5. Wartosci dopuszczalne — wg tabl. I-1 i rys. I-1.
Tablica 1-1 _
L. Oznaczenie - .Nazwa —— Feduatia Wartosci dopuszczalne
| | BC 313 | BC 313A
1 * 2 3 4 3 6
1 -Ucgo napigcie stale migdzy kolektorem a bazg \ 60 80
2 -Ucko napigcie stale migdzy kolektorem a emiterem Vv 40 60
3 -Ukso napigcie stale migdzy emiterem a baza A% 5 5
4 =Ilc prad staly kolektora A | 1
hJ -l prad staly bazy A 0,1 0,1




Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30.04

cd. tabl. I-]

Ly Oznaczenie Nozws pammetru R Wartosci dopuszcz:;llne
PRREROS TR ' « |-Bc 33 | BCc33aA

1 2 4 5 6

r6 P caiko;ita moc wejécio';,va (stata lub $rednia) na wszystkich Loy = 2 W 0.8 0,8

elektrodach przy: fome < 2 W 4.25 4,25

7 ' temperatura zacza L 175 175
8 b temperatura otoczenia w czasie pracy . -40++125 | -40++125
9 Esig v | temperatura przechowywania °C -65++175 | -65++175

Rezystancja termiczna zlgcze — otoczenie Ry j.o < 187 K/W

Rezystancja termiczna ztgcze — obudowa Ry ;.. < 35 K/W
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Rys. 1-1. Zalezno§¢ temperaturowa mocy strat od temperatury

P = f(’)
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6. Dane charakterystyczne — wg tabl. I-2 i rys. I-2+I§6.

Tablica 1-2
Oznaczenie Typ
L.p. parametru Nazwa parametru | Warunki pomiaru | Jednostka BC 313 BC 313A
min typ max ‘min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1| ~Usr cso napi¢cie przebicia -Ic = 100 pA
| kolektor — baza Ir=0 ¥ o0 o %0 -
2| -Ugsr ceo ') | napigcie przebicia -Ic = 30 mA
kolektor — emiter In=10 V W 60 -
3| -Ugr eso napiecie przebicia -Ir = 100 pA
A vV 5 — — 5 — —
emiter — baza Ic =0 :
4| -Icss prad resztkowy ko- ~Ucg= 40 V
— 10 100 —- — —
lektora R = 0
nA
~Ucg = 60 V
P — - — — 10 100
5 hae ?) statyczny  wspdt- | -Ic = 150 mA — 40 — 250 40 — 250
il Bt A * T m 70 100 40 70 100
nia pragdowego w
ukladzie wspdinego kl. 10 60 100 160 60 100 160
SR kL 16 | 100 140 | 250 | 100 140 | 250
6 hae 1) -Ic = 500 mA
: Ug=2V - 30 — — 30 — —
2 s - =
7 hagny *) StOSll!?ek wspot Ic _150 mA . 0.8 . 1,25 08 _ 1.25
oy czynnika wzmoc- “Ug=2V
nienia prgdowego
dwéch  tranzysto-
réw tworzgcych pa-
re
8. ~Uck sa ) napigcie nasycenia -Ie= 1A
- kolektor — emiter -Is = 0,1 A ¥ - 0’6. 0 — 06 1
9 fr czgstotliwo$¢  gra- -Ic = 50 mA :
niczna “Ueg =10 V MHz 50 300 — 50 300 —
f = 50 MHz
10 Ccso pojemno$é¢ kolektor | -Uce = 10 V
— baza Ie= 0 pF - 10 30 - 10 30
f=1 MHz
11 Ceso pojemnosé -Ugp =05V g
emiter — baza Ic= 0 pF — s 180 — — 180
f=1 MHz
12 ton czas wlaczania -Ic = 100 mA ns _ 120 250 _ 120 250
-Ig = 5 mA
I3 logr czas wylaczania -Ic = 100 mA
-Ip = 5 mA ns — 260 850 — 260 850
I;; = 5 mA

) Pomiar impulsowy: 7, < 300 ps, § < 2%.
2) Selekcje na klasy wzmocnienia (6, 10, 16) oraz dobieranie w pary (2 X BC 313; 2 X BC 313A; BC 211/BC 313; BC 211A/BC 313A) wykonuje si¢ tylko na
zyczenie odbiorcy. .
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Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30.04 7
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= Rys. 1-4. Zaleznos¢ statycznego wspoOlczynnika wzmocnienia prado-
lurZmh wego od pradu kolektora hax = fllco)
100
Uu;zﬂ %lé 313A
Ugesat 313
0 10 20 30 "‘ki [VJ 59 s [?s tﬂlmb & zs.c .
[G¥-80/3375-30.04-1-2] ' 110
Rys. 1-2. Charakterystyka wyjsciowa o = fillcg) 10
Ig — parametr
U“ ey e
05 i
Ucesot
D 1
10° 10! 108 Ic (mA] 103
[BN-80/3375-30.04-1-5 |
Rys. 1-5. Zalezno$¢ napigcia nasycenia od pradu kolektora Uce v
UBE sl = ﬂ](J
fot 13
8C 313 Cub BL 3
Tces| BC 313A [z;b BC 313A
~Icso [oF]
(nA) [ f
“Uea=40V [ »f 2 60
101 -&lszﬁﬂv — : tam’ZS'ﬁ
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[BN-80/3375-30.04-1-61

Rys. 1-3. Zaleznos¢ temperaturowa prygdow zerowych [ogg

Rys. [-6. Zalezno$c bojemnoéci Agczy od napigcia Ceso = AUsso),
!('BH = _ﬂ’mm‘v)

Ceno = ﬂUc'Hu)



